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AlGaAs系化合物半導体は大きな 2次非線形光学定数，中赤外域での高い透明性を有しており，

中赤外領域の光源用の波長変換材料として期待されている。我々はこれまでに 3.4 µm帯 AlGaAs

導波路型QPM DFGデバイスを作製してきた。これまでポンプ光のファブリ ·ペロー干渉の影響を
無視し，パワーがデバイス内部で一定であるとしていたため，精密なDFG内部変換効率の値が得

られなかった [1]。そこで，本研究ではまずファブリ ·ペロー干渉法を用いて，ポンプ光，シグナ
ル光の伝播損失，ファブリ ·ペロー干渉効果を取り除いたパワーを評価した。さらに，DFG測定

によって得られた波長チューニングカーブに理論曲線をフィッティングすることで，DFG内部変

換効率を精密に評価した。

測定を行ったデバイスの構造は下クラッド Al0.1Ga0.9As 7.0 µm, コア GaAs 1.6 µm, 上クラッド

Al0.1Ga0.9As 1.0 µmであり，QPM周期は 7.8 µm,リッジは幅 5.0 µm,深さ 0.9 µmである。まず，ポ

ンプ光の伝播損失をデバイス温度チューニングによるファブリ ·ペロー干渉法によって求め，シ
グナル光の伝播損失を波長チューニングによって求めた。伝播損失はそれぞれポンプ光 19 dB/cm，

シグナル光 1.7 dB/cmであった。DFG測定は Type IIの偏光配置で行い，波長 1.064 µmのポンプ

光 (TMモード)と波長 1.55 µm帯のシグナル光 (TEモード)を導波し，波長 3.4 µm帯のアイドラ

光 (TEモード)を検出した。ポンプ光のファブリ ·ペロー干渉効果を評価するために，デバイス温
度 25.0, 24.9, 24.8, 24.7oCで DFG測定を行った。
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Fig. 1: DFG experimental and theoretical

tuning curves. Inset shows expanded view

around peak.

図 1にデバイス長 4.15 mm，温度 24.7oCのDFG波

長チューニングカーブを示す。図 1の黒線は実験結果，

赤線は各光のファブリ ·ペロー干渉を考慮した理論曲
線，青線はファブリ ·ペロー干渉効果を取り除いた理
論曲線である。波長チューニングカーブの実験結果と

理論曲線のファブリ ·ペロー干渉の周期がよく一致し
ており，精密に評価することができているといえる。

フィッティングから，アイドラ光の伝播損失 12 dB/cm

が得られた。各光のファブリ ·ペロー干渉効果を除い
たパワーは，ポンプ光とシグナル光は別な実験からそ

れぞれ 2.7 mW, 4.2 mW，アイドラ光はDFG測定から

0.32 µWと得られた。これらの結果から各光の伝播損

失を考慮したDFG内部変換効率は 2.8 %/Wと求めら

れた。この値はデバイス長を実際の長さより短い 2.8 mmとしたときの理論値に相当しており，こ

れはデバイス構造の不均一性が原因であると推測している。デバイスの構造を均一にした場合，内

部変換効率は最大で 3.8 %/W(デバイス長 5.38 mm)を達成できる。
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